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Dispositif semi-conducteur a résistances diffusées, procédé de commande et capteur associés.

@ Dispositif semi-conducteur a résistances diffusées,
procédé de commande et capteur associés

La présente description concerne un dispositif électro-
nique (10) comprenant des premiere (12') et deuxieme (12)
résistances diffusées en contact l'une avec l'autre de ma-
niére a former une jonction PN, le dispositif étant configuré
pour que la différence de potentiel entre les premiére et deu-
xiéme résistances soit constante en tout point de la jonction
PN, le dispositif étant configuré pour que la jonction PN soit
polarisé en inverse.

Figure pour 'abrégé: Fig. 1C
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diffusées, procédé de commande et capteur associés

Domaine technique
La présente description concerne de fagcon générale les dispositifs électroniques et
plus précisément les dispositifs comprenant des résistances et leurs procédés de

commande.

Technique antérieure

Une résistance est un composant €lectronique ou électrique dont la principale carac-
téristique est d'opposer une plus ou moins grande résistance a la circulation d'un
courant électrique.

Dans la technologie des circuits intégrés, on connait principalement deux catégories
de résistances : les résistances en silicium polycristallin et les résistances diffusées ou
implantées, c'est-a-dire exploitant des dopants de types différents (typiquement P et N)
dans un substrat semiconducteur (typiquement en silicium).

La présente description concerne la deuxieme catégorie de résistances.

Résumé de l'invention

Un mode de réalisation pallie tout ou partie des inconvénients des dispositifs
comprenant des résistances diffusées connus.

Un mode de réalisation prévoit un dispositif électronique comprenant des premiere et
deuxieme résistances diffusées en contact I'une avec 1'autre de maniere a former une
jonction PN, le dispositif étant configuré pour que la différence de potentiel entre les
premiere et deuxieme résistances soit constante en tout point de la jonction PN, le
dispositif étant configuré pour que la jonction PN soit polaris€ en inverse.

Un autre mode de réalisation prévoit un procédé de commande d'un dispositif
comprenant des premicre et deuxieme résistances diffusées en contact 1'une avec 'autre
de maniere a former une jonction PN, la différence de potentiel entre les premicre et
deuxieme résistances soit constante en tout point de la jonction PN, le dispositif étant
configuré pour que la jonction PN soit polarisé en inverse.

Selon un mode de réalisation, chacune des premicre et deuxieme résistances
diffusées est constituée de matériaux semiconducteurs dopés, les premiere et deuxicme
résistances diffusées étant dopées de types de conductivité opposés.

Selon un mode de réalisation, la premiere résistance comprend une premiere couche
enterrée dans un substrat et des premiers caissons, les premieres régions s'étendant a
partir de la périphérie de la premicre couche vers une premicre face du substrat, la

premicre couche et les premiers caissons étant en un matériau semiconducteur dopé
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d'un premier type de conductivité ; et la deuxicme résistance comprend une deuxi¢me
couche reposant sur la premiere couche, la deuxieme couche étant en un matériau se-
miconducteur dopé d'un deuxieme type de conductivité.

Selon un mode de réalisation, la deuxieme résistance comprend une troisieme couche
semiconductrice dopée d'un premier type de conductivité, la troisiéme couche af-
fleurant une face supérieure d'un substrat ; et la premiere résistance comprend une
deuxiéme couche en un matériau semiconducteur dopé d'un deuxiéme type de
conductivité, la troisieme couche reposant sur la deuxieme couche.

Selon un mode de réalisation, le dispositif comprend en outre une troisicme ré-
sistance, la troisieme résistance comprenant une premiere couche enterrée dans le
substrat et des premiers caissons, les premiers caissons s'étendant a partir de la pé-
riphérie de la premiere couche vers la premicre face du substrat, la premiere couche et
les premiers caissons étant en un matériau semiconducteur dopé d'un premier type de
conductivité, la premiere couche et les premiers caissons délimitant la deuxicme
couche.

Selon un mode de réalisation, la jonction PN entre la premicre et la troisieme ré-
sistance est configurée pour étre polarisée en inverse.

Selon un mode de réalisation, la premiere résistance comprend un caisson semi-
conducteur dans un substrat, le caisson étant dopé du type opposé au type de dopage du
substrat ; et la deuxieme résistance comprend une troisicme couche semiconductrice
dopée du type opposé au type de dopage du caisson, la troisicme couche affleurant une
face supérieure d'un substrat.

Selon un mode de réalisation, chacune des résistances comprend une premicre
extrémité et une deuxieme extrémité, chaque résistance comprenant, au niveau des
premiere et deuxieme extrémités, une région semiconductrice, plus fortement dopée
que le reste de la résistance, constituant une borne de ladite résistance.

Selon un mode de réalisation, chaque premiere et deuxieme résistance comprend des
premicre et deuxieme bornes, les deuxiemes bornes des premiere et deuxicme ré-
sistances étant reliées a un méme premier noeud d'application d'une tension de
référence.

Selon un mode de réalisation, le dispositif comprend un circuit de commande
configuré pour fournir les potentiels sur les bornes des premicre et deuxieme ré-
sistances.

Selon un mode de réalisation, le circuit de commande comprend un premier
transistor relié en série avec la premicre résistance entre un deuxieme noeud
d'application d'une tension d'alimentation et le premier noeud et un deuxi¢me transistor
relié en série avec la deuxieme résistance entre le deuxieme noeud et le premier noeud,

les premier et deuxieéme transistors étant montés en diode.
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Selon un mode de réalisation, le premier transistor a un ratio largeur sur longueur de
canal égale au ratio largeur sur longueur de canal du deuxieme transistor multiplié par
le quotient de la valeur de la deuxieme résistance sur la valeur de la premicre ré-

sistance.
Selon un mode de réalisation, le dispositif étant configuré pour que la différence de

potentiel entre les premicre et deuxieme résistances soit nulle en tout point de la
jonction PN.

Un autre mode de réalisation prévoit un capteur comprenant un dispositif tel que
décrit précédemment, le capteur étant configuré pour qu'une valeur de mesure du

capteur soit dépendante de la valeur de résistance de la deuxieme résistance.

Breve description des dessins

Ces caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres, seront exposés en détail dans la
description suivante de modes de réalisation particuliers faite a titre non limitatif en
relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

la [Fig.1A] est une vue de dessus d'un mode de réalisation d'un dispositif comprenant
une résistance diffusée ;

la [Fig.1B] est une vue en coupe du mode de réalisation de la [Fig.1A] ;

la [Fig.1C] est une autre vue en coupe du mode de réalisation de la [Fig.1A] ;

la [Fig.2A] est une vue de dessus d'un autre mode de réalisation d'un dispositif
comprenant une résistance diffusée ;

la [Fig.2B] est une vue en coupe du mode de réalisation de la [Fig.2A] ;

la [Fig.2C] est une vue en coupe d'un mode de réalisation de la [Fig.2A] ;

la [Fig.2D] est une vue en coupe d'un mode de réalisation de la [Fig.2A] ;

la [Fig.3] représente un exemple de circuit comprenant une résistance diffusée ;

la [Fig.4] représente un autre circuit comprenant une résistance diffusée ;

la [Fig.5] représente une application des modes de réalisation décrits précédemment ;

la [Fig.6A] est une vue de dessus d'un autre mode de réalisation d'un dispositif
comprenant une résistance diffusée ;

la [Fig.6B] est une vue en coupe du mode de réalisation de la [Fig.6A] ; et

la [Fig.6C] est une vue en coupe d'un mode de réalisation de la [Fig.6A].
Description des modes de réalisation

De mémes éléments ont été désignés par de mémes références dans les différentes
figures. En particulier, les éléments structurels et/ou fonctionnels communs aux
différents modes de réalisation peuvent présenter les mémes références et peuvent
disposer de propriétés structurelles, dimensionnelles et matérielles identiques.

Par souci de clarté, seuls les étapes et €léments utiles a la compréhension des modes

de réalisation décrits ont €t€ représentés et sont détaillés.
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Sauf précision contraire, lorsque 1'on fait référence a deux éléments connectés entre
eux, cela signifie directement connectés sans éléments intermédiaires autres que des
conducteurs, et lorsque 1'on fait référence a deux éléments reliés (en anglais "coupled")
entre eux, cela signifie que ces deux éléments peuvent &tre connectés ou €tre reliés par
l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres €léments.

Dans la description qui suit, lorsque 1'on fait référence a des qualificatifs de position
absolue, tels que les termes "avant”, "arricre”, "haut", "bas", "gauche", "droite", etc., ou
relative, tels que les termes "dessus”, "dessous”, "supérieur”, "inférieur”, etc., ou a des
qualificatifs d'orientation, tels que les termes "horizontal", "vertical", etc., il est fait
référence sauf précision contraire a 'orientation des figures.

Sauf précision contraire, les expressions "environ", "approximativement”, "sen-
siblement", et "de 1'ordre de" signifient a 10 % pres, de préférence a 5 % pres.

Une résistance diffusée (ou implantée) est formée dans un substrat semiconducteur,
par exemple en silicium, d'une région généralement allongée a la maniere d'un barreau
d'un premier type de conductivité (P ou N) dans un caisson, ou le substrat, d'un
deuxieme type de conductivité (N ou P). Des prises de contact aux deux extrémités du
barreau définissent les bornes de la résistance et le caisson est polarisé de facon a ce
que la jonction PN soit en inverse.

Entre autres par la présence d'une jonction PN et le besoin de polariser cette jonction
en inverse pour obtenir l'effet résistif entre les extrémités du barreau, les résistances
diffusées souffrent d'une absence de stabilité de la valeur de la résistance avec les va-
riations de tension. En d'autres termes, la valeur de la résistance varie avec la tension
appliquée a ses bornes.

Les modes de réalisation décrits prévoient de rendre la valeur d'une résistance
diffusée (ou implantée) stable en tension, c'est-a-dire de rendre la valeur de la ré-
sistance indépendante des potentiels appliqués a ses bornes.

Selon les modes de réalisation décrits, on prévoit de polariser la région (le caisson et
la région enterrée) entourant le barreau résistif pour compenser I'effet d'instabilité en
tension. Plus particulierement, on prévoit d'opérer une polarisation particulicre de la
région entourant le barreau résistif de telle sorte que la différence de potentiel, au
niveau de chaque point de l'interface entre le barreau résistif et la région 1'entourant,
entre la barre résistive et la région l'entourant soit constante. En conséquence, le
gradient de tension qui se développe dans la région entourant le barreau résistif dans la
direction longitudinale soit le méme que celui se développant dans le barreau résistif.
On obtient alors une différence de potentiel entre le barreau et la région de type opposé
qui l'entoure qui est constante quelle que soit la position longitudinale entre les deux
bornes du barreau. Cela revient a exploiter la résistance longitudinale (dans la direction

du barreau résistif) de la région de type de type de conductivité opposé dans lequel se
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trouve le barreau. On évite ainsi la variation de la zone de charge d'espace entre les
régions P et N dans la direction longitudinale du barreau, ce qui rend la valeur de la ré-
sistance indépendante des tensions appliquées a chacune de ses bornes. En d'autres
termes, la résistance est indépendante des potentiels a ses bornes, donc de la différence
de potentiels entre ses bornes.

La [Fig.1A] est une vue de dessus d'un mode de réalisation d'un dispositif 10
répondant a I'objectif ci-dessus. La [Fig.1B] est une vue en coupe selon la ligne B-B de
la [Fig.1A]. La [Fig.1C] est une vue en coupe selon la ligne C-C de la [Fig.1A]. Note
en réponse au commentaires relatifs au paragraphe [0037] : Nous allons corriger les
fleches de 1a [Fig.1A]. C'est effectivement volontaire qu'il y ait moins de référence d'un
coté que de l'autre et cela n'a aucune conséquence sur la protection. C'est juste pour
qu'un cOté soit plus visible que l'autre en ayant moins de références.

Le dispositif 10 comprend un substrat 14 (P-) en un matériau semiconducteur, par
exemple du silicium. Le substrat 14 est dopée, de préférence de type P.

Le dispositif 10 comprend un caisson 18 de type de conductivité (N) oppos€ a celui
du substrat 14, et une couche 16 ou plateau, du méme type de conductivité (N) que le
caisson, enterrée dans le substrat 14 sous le caisson 18. Le caisson 18 est par exemple
un anneau de forme rectangulaire. Le caisson 18 et la région enterrée 16 délimitent,
cOté face avant, une région 26 du substrat du premier type de conductivité (P-) formant
un barreau résistif 12. Le caisson 18 et la région 16 forment une autre résistance 12'.

La couche 16 forme par exemple une bande. La couche 16 a par exemple une forme
approximative de parallélépipede rectangle. Le caisson 18 a la forme d'un anneau rec-
tangulaire s'étendant de la face avant ou supérieure du substrat 14 jusqu'a la couche
enterrée 16. Le caisson 18 comprend une premiére extrémité 18a et une deuxiéme
extrémité 18b. Les premicre et deuxieme extrémités 18a, 18b correspondent de
préférence aux deux cotés opposés les plus €loignés 1'un de l'autre du caisson 18.

La face avant du substrat, donc du dispositif 10 est recouverte d'une couche 15
isolante. Plus précis€ment, la couche 15 recouvre, de préférence partiellement, une
face supérieure du substrat 14. La couche 15 n'est pas représentée en [Fig.1A] pour
plus de clarté.

Des zones de reprise de contact, respectivement 20 et 24 sont prévues aux voisinages
respectifs des extrémités longitudinales du caisson 18 et de la région 26. Les zones 20
et 24 sont respectivement surdopées N+ et P+ et des contacts 22 et 28 définissent des
bornes de raccordement électrique des zones respectives 20 et 24.

Un exemple de procédé de formation du dispositif 10 comprend la formation, dans
un substrat semiconducteur par exemple dopé de type P, du caisson 18. La formation
du caisson 18 est par exemple effectuée par une étape de dopage, par exemple a travers

les ouvertures d'un masque situé sur la face supérieure du substrat. L'étape de dopage
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est telle que les caissons s'étendent a partir de la face supérieure du substrat. Le
procédé comprend ensuite une étape de formation de la couche 16, par exemple par
implantation d'un dopage a travers les ouvertures d'un autre masque situé sur la face
supérieure du substrat. La couche 16 est formée de maniere a s'étendre partiellement
dans les caissons 18. Il existe ainsi une continuité €lectrique entre la couche 16 et le
caisson 18.

La couche 15 est par exemple formée apres la formation du caisson 18. La couche 15
correspond par exemple a une tranchée isolante peu profonde. La couche 15 est par
exemple formée par un procédé connu de formation de tranchée isolante peu profonde,
par exemple comprenant la formation d'un masque découvrant les emplacements de la
couche 15, la gravure partielle du substrat, et le remplissage de la cavité€ obtenue par un
matériau isolant. Alternativement, le matériau de la couche 15 peut étre obtenu a partir
du matériau du substrat, par exemple par oxydation.

Au niveau des extrémités 18a et 18b du caisson 18, la couche 15 comprend des ou-
vertures 19a et 19b destinées a la formation de la zone de reprise de contact 20 af-
fleurant la face supérieure du substrat De préférence, 1'épaisseur des zones 20 est in-
férieure a la hauteur de la couche 15.

De méme, la couche 15 est ouverte au voisinage des extrémités de la région 26 pour
la formation des zones 24 de reprise de contact et des contacts 28. Autrement dit, la
couche 15 comprend des ouvertures 19¢ et 19d destinées a la formation de la zone de
reprise de contact 24 affleurant la face supérieure du substrat De préférence, I'épaisseur
des zones 24 est inférieure a la hauteur de la couche 15.

Le procédé de fabrication du dispositif 10 comprend par exemple une étape de
formation des régions 20, par exemple par dopage du substrat a travers des ouvertures
d'un autre masque situé sur la face supérieure du substrat. Plus précis€ément, la
formation des régions 20 comprend le dopage de la partie du caisson 18 affleurant la
face supérieure du substrat. De préférence, les ouvertures dudit masque découvrent en-
tierement les ouvertures 19a et 19b.

Le caisson 18 et la couche 16 forment la résistance 12'. La résistance 12' est une ré-
sistance diffusée de type de conductivité N. La région 20 située dans l'ouverture 19a
constitue une premiere borne B1 de la résistance 12'. La région 20 située dans
l'ouverture 19b constitue une deuxieme borne B2 de la résistance 12'. Les contacts 22
sont destinés a contacter les régions 20 de maniere a relier la résistance 12' a un circuit
électronique. La valeur de la résistance 12' correspond a la résistance entre les bornes
B1 et B2. La direction X s'étendant de la borne B1 a la borne B2 correspond a la
direction principale de la résistance 12' et est représentée par une fleche en figures 1A
et 1C.

Le procédé de fabrication du dispositif 10 comprend par exemple une étape de
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formation des régions 24, par exemple par dopage du substrat a travers des ouvertures
d'un masque situé sur la face supérieure du substrat. De préférence, les ouvertures
dudit masque découvrent entierement les ouvertures 19¢ et 19d.

La région 26 forme la résistance 12. La résistance 12 est une résistance diffusée de
type de conductivité P. La région 24 située dans 'ouverture 19¢ constitue une premicre
borne Al de la résistance 12. La région 24 située dans l'ouverture 19d constitue une
deuxieme borne A2 de la résistance 12. Les contacts 28 sont destinés a contacter les
régions 24 de maniere a relier la résistance 12 a un circuit électronique. La valeur de la
résistance 12 correspond a la résistance entre les bornes Al et A2. La direction
principale de la résistance 12 est la mé€me direction X que la direction principale de la
résistance 12'.

La résistance 12 est donc séparée du reste du substrat 14 dopé de type P par la ré-
sistance 12'. La résistance 12 est séparée du reste du substrat dopé€ P par une structure
dite a triple caisson formée par le caisson 18 et la couche 16. Les résistances 12 et 12
sont en contact I'une avec l'autre. Plus précisément, la résistance 12 repose sur la ré-
sistance 12",

Les résistances 12 et 12' sont des résistances diffusées de type de conductivité
opposé. Les résistances 12 et 12/, et plus précisément l'interface entre les résistances 12
et 12', forment donc une jonction PN.

En notant VA une tension appliquée entre les bornes de la résistance 12, soit une
différence de potenticl VA1-VA?2 entre les bornes Al et A2, et VB une tension
appliquée entre les bornes de la résistances 12', soit une différence de potentiel
VB1-VB2 entre les bornes B1 et B2, les différences de tension VB1 — VA1 et VB2 —
VA2 sont configurées pour que la jonction PN formée entre les résistances 12 et 12
soit polarisée en inverse. Autrement dit, en chaque point P de contact entre la ré-
sistance 12 et la résistance 12, le potentiel VAP de la résistance 12 au point P est
inférieur ou €gal au potentiel VBP de la résistance 12' au point P.

Le dispositif est en outre configuré pour que la différence entre le potentiel de la ré-
sistance 12' et le potentiel de la résistance 12 soit constante sur I'ensemble de l'interface
entre les résistances 12 et 12" dans la direction X. Autrement dit, en tout point P de
l'interface entre la résistance 12 et la résistance 12', la différence entre le potentiel
VAP, c’est-a-dire le potentiel de la résistance 12 au point P, et le potentiel VBP,
c’est-a-dire le potentiel de la résistance 12' au point P, est sensiblement égal a une
valeur constante k. Ainsi, le dispositif est configuré pour que I'équation suivante soit
suivie, dans la direction X, sur toute l'interface entre la résistance 12 et la résistance 12’
: VAP — VBP =k. La valeur k est une valeur constante, positive ou nulle et indé-
pendante des valeurs de tension VA et VB. En particulier, cette équation est suivie au

niveau des bornes Al, A2, B1, B2. Ainsi les équations suivantes sont suivies dans le
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dispositif : VA1 — VB1 = VA2 - VB2 =k.

Par exemple, la valeur k est sensiblement égale a zéro. Ainsi, en tout point P de
l'interface entre la résistance 12 et la résistance 12', le potentiel VAP de la résistance 12
et le potentiel VBP de la résistance 12' sont sensiblement égaux.

La valeur de la résistance 12 est stable en tension mais pas en température. Le mode
de réalisation décrit ci-dessus peut donc étre utilis€ en capteur de température. La ré-
sistance 12 correspond alors a 1'élément variable du capteur, les variations de la valeur
de résistance de la résistance 12 étant indicatives des variations mesurées par le
capteur, par exemple indicatives de variations de la température. Le capteur a par
exemple une sortie sur laquelle est généré un signal de sortie dépendant de la valeur de
résistance de la résistance 12.

Un avantage qu'il y a a polariser les résistances 12 et 12' de la maniere décrite pré-
cédemment est que cela rend la valeur de la résistance indépendante des tensions ap-
pliquées a chacune de ses bornes. En particulier, cela évite les variations d'épaisseur de
la zone de charge d'espace, c’est-a-dire une zone qui est vidée des porteurs majoritaires
et ne participe pas a la conduction de la résistance. Dans les résistances diffusées
usuelles, plus la différence entre la tension VAP et la tension VBP a un point P donné
de l'interface entre les résistances 12 et 12' est importante, plus la zone de charge
d'espace est étendue, ce qui accroit la valeur de la résistance. Une telle dépendance vis
a vis des tensions appliquées a chacune des bornes est particulicrement problématique
lorsque la résistance est utilisée comme capteur, par exemple capteur de température.
Cette zone de charge d'espace n'apparait pas dans les figures 1A a 1C et 2A a 2D.

La [Fig.2A] est une vue de dessus d'un autre mode de réalisation d'un dispositif 30
dans lequel est réalisée une autre résistance diffusée 32. La [Fig.2B] est une vue en
coupe du mode de réalisation de la [Fig.2A] selon la ligne B-B de la [Fig.2A]. La
[Fig.2C] est une vue en coupe selon la ligne C-C de la [Fig.2A]. La [Fig.2D] est une
vue en coupe selon un plan D-D de la [Fig.2A].

Le dispositif 30 comprend des éléments du dispositif 10 qui ne seront pas décrits de
nouveau. En particulier, le dispositif 30 comprend :

- le substrat 14 ;

- la couche 15, comprenant les ouvertures 19a, 19b, 19¢c et 19d ;

- la résistance 12', c’est-a-dire la couche 16, le caisson 18 et les régions 20 ; et

- larésistance 12, c’est-a-dire la région 26 et les régions 24.

Le dispositif 30 comprend en outre la résistance 32 réalisée par diffusion de type N
dans le barreau 12 depuis la face avant, d'une bande ou région 36, de fagon a obtenir un
rectangle entouré (sur les cOtés et en dessous) par la région 26. La couche 15 comprend
alors une ouverture 34 située entre les ouvertures 19c et 19d. L'ouverture 34 est

séparée de chacune des ouvertures 19c et 19d par une portion de la couche 15.
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L'ouverture 34 est séparée de chacune des ouvertures 19a et 19b par des portions de la
couche 15 et 'ouverture 19c ou 19d. La bande 36 affleure la face supérieure du substrat
14, dans l'ouverture 34.

La bande 36 a par exemple une forme de parallélépipede rectangle. Ainsi, dans la vue
de dessus de la [Fig.2A], la bande 36 a par exemple une forme de rectangle. La bande
36 a une premiere extrémité 36a et une deuxieme extrémité 36b. Les premicre et
deuxieme extrémités 36a, 36b correspondent de préférence aux deux cotés opposés les
plus €loignées I'un de l'autre de la bande 36. Des régions 38 aux niveaux de ces ex-
trémités 36a, 36b présentent le méme type N de conductivité et définissent des zones
de reprise de contacts 40 destinées a étre reli€s a un circuit €lectronique. La région 38
situ€e au niveau de l'extrémité 36a constitue une borne C1 de la résistance 32. La
région 38 située au niveau de 'extrémité 36b constitue une borne C2 de la résistance
32. De préférence, la bande 36 n'est pas siliciurée en dehors des régions 38. Les
régions 38 sont par exemple siliciurées.

La valeur de la résistance 32 correspond a la résistance entre les bornes C1 et C2.

On note VC une tension appliquée entre les bornes de la résistance 32, soit une
différence de potentiel VC1-VC2 entre les bornes C1 et C2, et VA une tension
appliquée entre les bornes de la résistances 12, soit une différence de potentiel
VA1-VA2 entre les bornes Al et A2. Le dispositif est configuré pour que la jonction
PN formée entre les résistances 12 et 32 soit polarisée en inverse. Autrement dit, en
chaque point P de contact entre la résistance 12 et la résistance 32, le potentiel VCP,
c’est-a-dire le potentiel de la résistance 32 au point P, est supérieur au potentiel VAP,
c’est-a-dire le potentiel de la résistance 12 au point P. Ainsi, le potentiel sur la borne
C1 est de préférence supérieur a la tension sur la borne Al. De méme, le potentiel sur
la borne C2 est de préférence supérieur au potentiel sur la borne A2.

Le dispositif est configuré, en outre, pour que la différence entre le potentiel de la 1é-
sistance 32 et le potentiel de la résistance 12 soit constante sur I'ensemble de l'interface
entre les résistances 12 et 32 dans la direction X. Autrement dit, en tout point P de
l'interface entre la résistance 12 et la résistance 32, la différence entre le potentiel VAP
de la résistance 12 et le potentiel VCP de la résistance 32 est sensiblement égal a une
valeur constante k. Ainsi, le dispositif est configuré pour que I'équation suivante soit
suivie dans la direction X sur toute l'interface entre la résistance 12 et la résistance 32 :
VAP — VCP =k. La valeur k est une valeur constante, positive ou nulle et indé-
pendante des valeurs de tension VA et VC.

Par exemple, la valeur k est sensiblement égale a zéro. Ainsi, en tout point P de
l'interface entre la résistance 12 et la résistance 32, le potentiel VAP de la résistance 12
et le potentiel VCP de la résistance 32 sont sensiblement égaux.

Le dispositif est configuré pour que la jonction entre les résistances 12 et 12' ne soit
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pas polarisée en directe. Le dispositif est par exemple configuré pour que la jonction
entre les résistances 12 et 12' soit polarisée en inverse. Par exemple, les potentiels VB 1
et VB2 sont égaux entre eux et a la valeur maximale entre les potentiels VA1 et VA2.

La [Fig.3] représente un exemple de circuit comprenant une résistance diffusée. Plus
précis€ment, la [Fig.3] représente un circuit 42 de génération de délai comprenant une
résistance 44 diffusée.

La résistance 44 correspond par exemple a la résistance 12 des figures 1A a 1Coua
la résistance 32 des figures 2A a 2D.

Le dispositif 42 comprend un transistor 46. Le transistor 46 est par exemple un
transistor a effet de champ a grille isolée ou MOSFET. Le transistor 46 est par exemple
un transistor a canal P.

Le transistor 46 est reli€ en série avec la résistance 44. Le transistor 46 et la ré-
sistance 44 sont reli€s en série entre un noeud 48 d'application d'une tension
d'alimentation VDD et un noeud 50 d'application d'une tension de référence, par
exemple la masse GND. Le transistor 46 est relié entre le noeud 48 et un noeud 52. La
résistance est reliée entre le noeud 52 et le noeud 50. Autrement dit, une borne de
conduction du transistor 46, par exemple la source, est reliée, de préférence connectée,
au noeud 48. Une autre borne de conduction du transistor 46, par exemple le drain, est
reliée, de préférence connectée, au noeud 52. Une borne de la résistance 44, par
exemple la borne A2 dans le cas de la résistance 12 ou la borne C2 dans le cas de la ré-
sistance 32, est reliée, de préférence connectée, au noeud 52 et une autre borne de la
résistance 44, par exemple la borne Al dans le cas de la résistance 12 ou la borne C1
dans le cas de la résistance 32, est reliée, de préférence connectée, au noeud 50.

Le transistor 46 est monté en diode. Autrement dit, la borne de commande du
transistor 46, par exemple la grille, est reliée, de préférence connectée, au drain du
transistor 46, c’est-a-dire par exemple reliée, de préférence connectée, au noeud 52.

Le circuit 42 comprend en outre un transistor 54 et un transistor 56. Le transistor 54
est par exemple un transistor a effet de champ a grille isolée ou MOSFET. Le transistor
54 est par exemple un transistor a canal P. Le transistor 56 est par exemple un
transistor a effet de champ a grille isolée ou MOSFET. Le transistor 56 est par exemple
un transistor a canal N.

Les transistors 54 et 56 sont reli€s en série entre le noeud 48 et le noeud 50. Plus pré-
cisément, le transistor 54 est relié entre le noeud 48 et un noeud 58 et le transistor 56
est relié entre le noeud 58 et le noeud 50. Autrement dit, une borne de conduction du
transistor 54, par exemple la source, est reliée, de préférence connectée, au noeud 48.
Une autre borne de conduction du transistor 54, par exemple le drain, est reliée, de
préférence connectée, au noeud 58. De plus, une borne de conduction du transistor 56,

par exemple le drain, est reli€e, de préférence connectée, au noeud 58. Une autre borne
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de conduction du transistor 56, par exemple, la source est reli€e, de préférence
connectée, au noeud 50. Le transistor 54 est relié de maniere a €tre traversé par une
copie du courant traversant le transistor 46.

Le transistor 56 est monté en diode. Autrement dit, la borne de commande du
transistor 56, par exemple la grille, est reliée, de préférence connectée, au drain du
transistor 56, c’est-a-dire par exemple reliée, de préférence connectée, au noeud 58. De
plus, la borne de commande du transistor 54, par exemple la grille, est reliée, de
préférence connectée, au noeud 52.

Le circuit 42 comprend en outre un transistor 60 et un transistor 62. Le transistor 60
est par exemple un transistor a effet de champ a grille isolée ou MOSFET. Le transistor
60 est par exemple un transistor a canal P. Le transistor 62 est par exemple un
transistor a effet de champ a grille isolée ou MOSFET. Le transistor 62 est par exemple
un transistor a canal N.

Les transistors 60 et 62 sont reli€s en série entre le noeud 48 et le noeud 50. Plus pré-
cisément, le transistor 60 est relié entre le noeud 48 et un noeud 64 et le transistor 62
est reli€ entre le noeud 64 et le noeud 50. Autrement dit, une borne de conduction du
transistor 60, par exemple la source, est reliée, de préférence connectée, au noeud 48.
Une autre borne de conduction du transistor 60 par exemple le drain, est reliée, de
préférence connectée, au noeud 64. De plus, une borne de conduction du transistor 62,
par exemple le drain, est reli€e, de préférence connectée, au noeud 64. Une autre borne
de conduction du transistor 62, par exemple la source, est reli€e, de préférence
connectée, au noeud 50.

Une borne de commande du transistor 60, par exemple la grille, est reli€e, de
préférence connectée, au noeud 52. Une borne de commande du transistor 62 est reliée,
de préférence connectée, a une sortie d'un inverseur 66. Une entrée de l'inverseur 66
est reliée, de préférence connectée, a un noeud 68 d'entrée. Un signal d'entrée IN est
appliqué sur le noeud 68. Le transistor 60 est relié de maniére a étre traversé par une
copie du courant traversant le transistor 46.

Le circuit 42 comprend en outre un transistor 70 et un transistor 72. Le transistor 70
est par exemple un transistor a effet de champ a grille isolée ou MOSFET. Le transistor
70 est par exemple un transistor a canal P. Le transistor 72 est par exemple un
transistor a effet de champ a grille isolée ou MOSFET. Le transistor 72 est par exemple
un transistor a canal N.

Les transistors 70 et 72 sont reli€s en série entre le noeud 48 et le noeud 50. Plus pré-
cisément, le transistor 70 est relié entre le noeud 48 et un noeud 74 et le transistor 72
est relié entre le noeud 74 et le noeud 50. Autrement dit, une borne de conduction du
transistor 70, par exemple la source, est reliée, de préférence connectée, au noeud 48.

Une autre borne de conduction du transistor 70 par exemple le drain, est reliée, de
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préférence connectée, au noeud 74. De plus, une borne de conduction du transistor 72,
par exemple le drain, est reli€e, de préférence connectée, au noeud 74. Une autre borne
de conduction du transistor 72, par exemple la source, est reliée, de préférence
connectée, au noeud 50.

Une borne de commande du transistor 70, par exemple la grille, est reli€e, de
préférence connectée, au noeud 64. Le transistor 72 est relié de maniere a étre traversé
par une copie du courant traversant le transistor 56.

Le circuit 42 comprend un condensateur 76. Le condensateur 76 est relié entre le
nocud 64 et le nocud 50. Autrement dit, une borne du condensateur 76 est reliée, de
préférence connectée, au noeud 64 et une autre borne du condensateur 76 est reliée, de
préférence connectée, au noeud 50.

Le noeud 74 est relié a un noeud 78 de sortie, sur lequel est généré, par le circuit 42,
un signal de sortie OUT. Le signal de sortie OUT correspond au signal d'entrée IN
auquel a été appliqué un délai. Le noeud 74 est relié au noeud 78 par un inverseur 80.
Autrement dit, une borne d'entrée de 1'inverseur 80 est reliée, de préférence connectée,
au noeud 74 et une borne de sortie de l'inverseur 80 est reliée, de préférence connectée,
au noeud 78.

Le circuit 42 comprend en outre un transistor 82 et une résistance 84. La résistance
84 est une résistance diffusée. La résistance 84 correspond a la résistance 12' dans le
cas du mode de réalisation des figures 1A a 1C ou a la résistance 12 dans le mode de
réalisation des figures 2A a 2D. Le transistor 82 est par exemple un transistor a effet de
champ a grille isolée ou MOSFET. Le transistor 82 est par exemple un transistor a
canal P.

Le transistor 82 et la résistance 84 sont reli€s en série entre le noeud 48 et le noeud
50. Plus précisément, le transistor 82 est reli€ entre le noeud 48 et un noeud 86. La ré-
sistance 84 est reliée entre le noeud 86 et le nocud 50. Autrement dit, une borne de
conduction du transistor 82, par exemple la source, est reliée, de préférence connectée,
au noeud 48 et une autre borne de conduction du transistor 82, par exemple le drain, est
reliée, de préférence connectée, au noeud 86. Une borne de la résistance 84, par
exemple la borne B2 dans le cas de la résistance 12" des figures 1A a 1C ou la borne
A2 dans le cas de la résistance 12 du mode de réalisation des figures 2A a 2D, est
reliée, de préférence connectée, au noeud 86 et une autre borne de la résistance 84, par
exemple la borne B1 dans le cas de la résistance 12" des figures 1A a 1C ou la borne
A1l dans le cas de la résistance 12 du mode de réalisation des figures 2A a 2D, est
reliée, de préférence connectée, au noeud 50.

Le transistor 82 est monté en diode. Autrement dit, la borne de commande du
transistor 82, par exemple la grille, est reliée, de préférence connectée, au drain du

transistor 82, c’est-a-dire par exemple reliée, de préférence connectée, au noeud 58.
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La taille du transistor 82, c¢’est-a-dire le ratio largeur sur longueur du canal, est
configurée pour que la tension aux bornes de la résistance 84 soit sensiblement égale a
la tension aux bornes de la résistance 44. Autrement dit, la taille du transistor 82 est
configurée pour que la différence de potentiel entre les bornes de la résistance 84 soit
sensiblement égale a la différence de potentiel entre les bornes de la résistance 44. Par
exemple, la taille du transistor est égale a la taille du transistor 46 multipli€ par le
quotient Q de la valeur de résistance de la résistante 44 sur la valeur de résistance de la
résistance 84. Par exemple, le transistor 46 est composé d'un ou plusieurs transistors
élémentaires, les transistors élémentaires étant identiques. Le transistor 82 est alors
composé de Q fois plus de transistors €lémentaires identiques que le transistor 46.

Le circuit 42 de génération de délai est configuré pour appliquer un délai T a un
signal. Autrement dit, lorsque le signal IN prend une valeur a un instant t, par exemple
une valeur binaire '1', le signal de sortie OUT prend ladite valeur a un instant t+T.

Lors du fonctionnement du circuit, le courant traversant le transistor 46 est égal a
(VDD - VitP)/R, VtP correspondant a la tension de seuil du transistor 46 et R cor-
respondant a la valeur de la résistance 44. Le courant traversant le transistor 60 est pro-
portionnel au courant traversant le transistor 46 avec un ratio de 1/n, n étant un entier
positif, les transistors 46 et 60 étant montés en miroir de courant.

Si le signal d'entrée IN a une valeur basse, ¢’est-a-dire une valeur correspondant a la
valeur binaire '0', le transistor 62 est passant, et le condensateur 76 se décharge par
l'intermédiaire du transistor 62, le courant traversant le transistor 62 étant plus
important que le courant traversant le transistor 60.

Si le signal d'entrée IN a une valeur haute, c’est-a-dire une valeur correspondant a la
valeur binaire '1', le transistor 62 est bloqué. Le condensateur 76 est donc chargé par
l'intermédiaire du transistor 60. La tension V aux bornes du condensateur 76 suit
I'équation suivante V(t) = t*(VDD — VtP)/(n*R*C), C étant la valeur de capacité du
condensateur 76.

Au début de la charge du condensateur 76, la tension V est inférieure a VDD — VtP,
le transistor 70 est ainsi passant et le signal de sortie OUT a la valeur binaire '0'.
Lorsque V atteint la valeur VDD-VtP, c¢’est-a-dire lorsque t = T = n*R*C, le transistor
70 devient bloqué et le signal de sortie OUT prend la valeur binaire '1".

Dans l'exemple de la [Fig.3], le circuit 42 est configuré pour que les potentiels sur les
bornes Al et B1 soient égaux entre eux et a la tension VDD — V(P et que les potentiels
sur les bornes A2 et B2 soient €gaux entre eux et a une tension nulle. Pour cela, les
bornes A2 et B2 sont toutes deux reliées au noeud 50. De maniére a assurer que les po-
tentiels sur les bornes Al etB1 soient égales, les densités de courant traversant les
transistors 82 et 46 doivent étre identiques. Plus précisément, si les transistors 46 et 82

correspondent chacun a une pluralité de transistors élémentaires identiques les uns aux
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autres, la densité de courant dans chacun des transistors élémentaires doit étre la
méme. La différence de potentiel entre la résistance 44 et la résistance 84, qui
correspond au caisson dans lequel est formé la résistance 44, est ainsi constante et
nulle en tout point de l'interface entre les résistances 44 et 84.

Un avantage qu'il y a a utiliser une résistance selon les modes de réalisation décrits
est que cela rend le délai généré indépendant de variation de la tension appliquée aux
bornes de la résistance, et donc indépendant de la tension d'alimentation.

De maniere plus générale, un mode de réalisation d'un circuit de polarisation des ré-
sistances diffusées telles que celles décrites en relation avec les figures 1A a 2D
comprend une résistance telle que la résistance 12 du mode de réalisation des figures
1A a 1C ou que la résistance 32 du modes de réalisation des figures 2A a 2D reli€e en
série avec un transistor monté en diode, tel que le transistor 46, et une résistance telle
que la résistance 12' du mode de réalisation des figures 1A a 1C ou que la résistance 12
du modes de réalisation des figures 2A a 2D reliée en série avec un transistor monté en
diode, tel que le transistor 82.

La [Fig.4] représente un autre circuit comprenant une résistance diffusée. Plus pré-
cisément, la [Fig.4] représente un circuit permettant d'assurer que les tensions des ré-
sistances diffusées sont telles que décrites précédemment.

Le circuit 100 comprend des résistances diffusées 102 et 104. La résistance 102
correspond par exemple a la résistance 12 des figures 1A a 1C ou a la résistance 32 des
figures 2A a 2D. La résistance 104 correspond par exemple a la résistance 12' dans le
cas du mode de réalisation des figures 1A a 1C ou a la résistance 12 dans le mode de
réalisation des figures 2A a 2D. La résistance 102 comprend une borne 106, cor-
respondant a la borne A1l de la résistance 12 des figures 1A a 1C ou a la borne C1 de la
résistance 32 des figures 2A a 2D, et une borne 108, correspondant a la borne A2 de la
résistance 12 des figures 1A a 1C ou a la borne C2 de la résistance 32 des figures 2A a
2D. La résistance 104 comprend une borne 110, correspondant a la borne B1 de la ré-
sistance 12' dans le cas du mode de réalisation des figures 1A a 1C ou a la borne Al de
la résistance 12 dans le mode de réalisation des figures 2A a 2D, et une borne 112 cor-
respondant a la borne B2 de la résistance 12' dans le cas du mode de réalisation des
figures 1A a 1C ou a la borne A2 de la résistance 12 dans le mode de réalisation des
figures 2A a 2D.

La borne 106 est reliée a la borne 110 par un circuit suiveur de tension. Simi-
lairement, 1a borne 108 est reli€e a la borne 112 par un circuit suiveur de tension.

Dans l'exemple de la [Fig.4], chaque circuit suiveur comprend un amplificateur opé-
rationnel. Plus précisément, les bornes 106 et 110 sont reli€es par un amplificateur
opérationnel 114 et les bornes 108 et 112 sont reliées par un amplificateur opérationnel

116. L'amplificateur 114 comprend une sortie reli€e, de préférence connectée, a la
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borne 110. L'amplificateur 114 comprend une entrée reliée, de préférence connectée, a
la borne 106. L'amplificateur 114 comprend une autre entrée reliée, de préférence
connectée, a la sortie de l'amplificateur 114. L'amplificateur 116 comprend une sortie
reliée, de préférence connectée, a la borne 112. L'amplificateur 116 comprend une
entrée reliée, de préférence connectée, a la borne 108. L'amplificateur 116 comprend
une autre entrée reliée, de préférence connectée, a la sortie de 'amplificateur 116.

La [Fig.5] représente une application des modes de réalisation décrits précédemment.
Plus précisément, la [Fig.5] représente un dispositif 120 comprenant une pluralité de
dispositifs 10, quatre dispositifs 10, référencés 10a, 10b, 10c et 10d, étant représentés
en [Fig.5].

Chaque dispositif 10a, 10b, 10c, 10d est tel que décrit en relation avec les figures 1A
a 1C. Chaque dispositif 10a, 10b, 10c et 10d comprend une résistance 12 et une ré-
sistance 12'. Plus précis€ment, les dispositifs 10a, 10b, 10c et 10d comprennent respec-
tivement une résistance 12a, 12b, 12¢ ou 12d et une résistance 12'a, 12'b, 12'c ou 12'd.
Chaque résistance 12a, 12b, 12c¢ ou 12d comprend des bornes Al et A2. De méme,
chaque résistance 12'a, 12'b, 12'c ou 12'd comprend des bornes B1 et B2.

Les dispositifs 10a, 10b, 10c et 10 sont reliés en série. Plus précisément, les ré-
sistances 12a, 12b, 12¢ ou 12d sont reliées en série de maniére a former une résistance
de valeur supérieure. Par exemple, la borne A2 de la résistance 12a est reli€e, de
préférence connectée, a la borne Al de la résistance 12b, la borne A2 de la résistance
12b est reliée, de préférence connectée, a la borne Al de la résistance 12c¢, la borne A2
de la résistance 12c est reliée, de préférence connectée, a la borne Al de la résistance
12d.

De plus, les résistances 12' sont reliées en série de la méme maniere que les 1é-
sistances 12. Autrement dit, pour chaque borne d'une résistance 12 reliée, de
préférence connectée, a une borne d'une autre résistance 12, les bornes B1, B2, des ré-
sistances 12, les plus proches desdites bornes des résistances 12 sont relice, de
préférence connectée, entre elles. Ainsi, la borne B2 de la résistance 12'a est reliée, de
préférence connectée, a la borne B1 de la résistance 12'b, la borne B2 de la résistance
12'b est reliée, de préférence connectée, a la borne B1 de la résistance 12'c, la borne B2
de la résistance 12'c est reliée, de préférence connectée, a la borne B1 de la résistance
12'd.

La liaison des résistances permet d'assurer la constance de la différence de potentiel
entre chaque résistance 12 et la résistance 12" associée. Le dispositif 120 comprend
ainsi, entre la borne Al de la résistance 12a et la borne A2 de la résistance 12d, une ré-
sistance équivalente a la somme des valeurs de résistance des quatre résistances 12.

La [Fig.6A] est une vue de dessus d'un autre mode de réalisation d'un dispositif 130

comprenant une résistance diffusée. La [Fig.6B] est une vue en coupe, selon une ligne
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B-B, du mode de réalisation de la [Fig.6A]. La [Fig.6C] est une vue en coupe, selon
une ligne C-C d'un mode de réalisation de la [Fig.6A].

Le dispositif 130 comprend des é€léments du dispositif 10 des figures 1A a 1C qui ne
seront pas décrit en détail de nouveau. Le dispositif 130 comprend :

le substrat 14, dopé de type P ;

la couche 15 comprenant les ouvertures 19¢, 19d ;

les régions 24 dans les ouvertures 19c et 19d ; et

les contacts 28.

Le dispositif 130 comprend un caisson 132 dans le substrat 14. Le caisson 132 est
coOté face avant du substrat 14. Le caisson 132 est du deuxieme type de conductivité
(N). Le caisson 132 forme un barreau résistif. Le caisson 132 s'étend au moins de la
région 24 dans l'ouverture 19¢ a la région 24 dans 1'ouverture 19d. Le caisson 132 est
en contact avec lesdites régions 24. Les régions 24 et le caisson 132 forment une ré-
sistance diffusée 136.

Le dispositif 130 comprend en outre une résistance 138, similaire a la résistance 32
des figures 2A a 2D, réalisé€e par diffusion de type P dans le caisson 132 depuis la face
avant, d'une bande ou région 140, de fagon a obtenir un rectangle entouré (sur les c6tés
et en dessous) par le caisson 132. La couche 15 comprend alors une ouverture 142
située entre les ouvertures 19¢ et 19d. L'ouverture 142 est s€parée de chacune des ou-
vertures 19¢ et 19d par une portion de la couche 15. La bande 140 affleure la face su-
périeure du substrat 14, dans 1'ouverture 142.

La bande 140 affleure la face avant du substrat 14. La bande 140 a par exemple une
forme de parallélépipede rectangle. Ainsi, dans la vue de dessus de la [Fig.6A], la
bande 140 a par exemple une forme de rectangle. La bande 140 a une premiere
extrémité 140a et une deuxieme extrémité 140b. Les premiere et deuxicme extrémités
140a, 140b correspondent de préférence aux deux cotés opposés les plus €loignés I'un
de l'autre de la bande 140. Des régions 144 aux niveaux de ces extrémités 140a, 140b
présentent le méme type P de conductivité et définissent des zones de reprise de
contacts destinées a €tre reli€s a un circuit électronique. La région 144 situ€e au niveau
de I'extrémité 140a constitue une borne C1 de la résistance 138. La région 144 située
au niveau de l'extrémité 140b constitue une borne C2 de la résistance 138. De
préférence, la bande 140 n'est pas siliciurée en dehors des régions 144. Les régions 144
sont par exemple siliciurées.

La valeur de la résistance 138 correspond a la résistance entre les bornes C1 et C2.

Les résistances 136 et 138 des figures 6A a 6C sont par exemple configurées pour
étre polarisées de la méme manicre que les résistances 12" et 12 respectivement du
dispositif 10 des figures 1A a 1C.

Un avantage des modes de réalisation décrits est que la valeur de la résistance
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diffusée n'est pas dépendante de la valeur des tensions a chacune des bornes de la 1é-
sistance, et donc de la tension d'alimentation.

Divers modes de réalisation et variantes ont été€ décrits. La personne du métier
comprendra que certaines caractéristiques de ces divers modes de réalisation et
variantes pourraient &tre combinées, et d’autres variantes apparaitront a la personne du
métier.

Enfin, la mise en oeuvre pratique des modes de réalisation et variantes décrits est a la
portée de la personne du métier a partir des indications fonctionnelles données ci-

dessus.
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Revendications
Dispositif €électronique (10, 30) comprenant des premiere (12", 12, 84,
136) et deuxieme (12, 32, 44, 138) résistances diffusées en contact I'une
avec l'autre de maniere a former une jonction PN, le dispositif étant
configuré pour que la différence de potentiel entre les premicre et
deuxie¢me résistances soit constante en tout point de la jonction PN, le
dispositif étant configuré pour que la jonction PN soit polaris€ en
inverse.
Dispositif selon la revendication 1, dans lequel chacune des premiére
(12', 12, 84, 136) et deuxieme résistances (12, 32, 44, 138) diffusées est
constituée de matériaux semiconducteurs dopés, les premiere (12", 12,
84, 136) et deuxicme (12, 32, 44, 138) résistances diffusées étant dopées
de types de conductivité opposés.
Dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel :
- la premiere résistance (12', 84) comprend une premiere couche (16)
enterrée dans un substrat (14) et des premiers caissons (18), les premier
caissons (18) s'étendant a partir de la périphérie de la premicre couche
(16) vers une premicre face du substrat (14), la premiere couche (16) et
les premiers caissons (18) étant en un matériau semiconducteur dopé
d'un premier type de conductivité ; et
- la deuxieme résistance (12) comprend une deuxieme couche (26)
reposant sur la premiere couche (16), la deuxieme couche (26) étant en
un matériau semiconducteur dopé d'un deuxieme type de conductivité.
Dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel :
- la deuxieme résistance (32) comprend une troisi¢me couche (36) semi-
conductrice dopée d'un premier type de conductivité, la troisicme
couche (36) affleurant une face supérieure d'un substrat (14) ; et
- la premiere résistance (12) comprend une deuxieme couche (26) en un
matériau semiconducteur dopé d'un deuxieme type de conductivité, la
troisicme couche (36) reposant sur la deuxieme couche (26).
Dispositif selon la revendication 4, dans lequel le dispositif comprend
en outre une troisicme résistance (12'), 1a troisieme résistance (12"
comprenant une premicre couche (16) enterrée dans le substrat (14) et
des premiers caissons (18), les premiers caissons (18) s'étendant a partir
de la périphérie de la premiere couche (16) vers la premiere face du
substrat (14), la premicre couche (16) et les premiers caissons (18) étant

en un matériau semiconducteur dopé d'un premier type de conductivité,
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la premicre couche (16) et les premiers caissons (18) délimitant la
deuxieéme couche (26).

Dispositif selon la revendication 5, dans lequel la jonction PN entre la
premicre (12) et la troisieme résistance (12') est configurée pour étre
polarisée en inverse.

Dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel :

- la premiere résistance (136) comprend un caisson semiconducteur
(132) dans un substrat (14), le caisson étant dopé du type opposé au type
de dopage du substrat ; et

- la deuxieme résistance (138) comprend une troisicme couche (36) se-
miconductrice dopée du type opposé au type de dopage du caisson, la
troisicme couche (36) affleurant une face supérieure d'un substrat (14).
Dispositif selon I'une quelconque des revendications 1 a 7, dans lequel
chacune des résistances (12, 12', 32) comprend une premiere extrémité
(A1, BI CI) et une deuxieme extrémité (A2, B2, C2), chaque résistance
comprenant, au niveau des premicre et deuxieme extrémités, une région
semiconductrice (20, 24, 38), plus fortement dopée que le reste de la ré-
sistance, constituant une borne de ladite résistance.

Dispositif selon 1'une quelconque des revendications 1 a 8, dans lequel
chaque premiere (12', 12, 84, 136) et deuxieme (12, 32, 44, 138) ré-
sistance comprend des premicre (Al, B1, C1) et deuxieme (A2, B2, C2)
bornes, les deuxiemes bornes (A2, B2, C2) des premiere (12', 12, 84,
136) et deuxieme (12, 32, 44, 138) résistances étant reliées 4 un méme
premier noeud (50) d'application d'une tension de référence.

Dispositif selon 1'une quelconque des revendications 1 a 9, dans lequel
le dispositif comprend un circuit de commande configuré pour fournir
les potentiels sur les bornes des premiere (12', 12, 84, 136) et deuxicme
(12, 32, 44, 138) résistances.

Dispositif selon les revendications 8 et 10, dans lequel le circuit de
commande comprend un premier transistor (82) reli€ en série avec la
premiere résistance (84) entre un deuxieme noeud (48) d'application
d'une tension d'alimentation et le premier noeud (50) et un deuxicme
transistor (46) relié en série avec la deuxieme résistance (44) entre le
deuxieme noeud et le premier noeud, les premier et deuxiéme transistors
étant montés en diode.

Dispositif selon la revendication 11, dans lequel le premier transistor
(82) a un ratio largeur sur longueur de canal égale au ratio largeur sur

longueur de canal du deuxieme transistor (46) multiplié par le quotient
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de la valeur de la deuxicme résistance (12, 32, 44, 138) sur la valeur de
la premiere résistance (12, 12, 84).

Dispositif selon I'une quelconque des revendications 1 a 12, dans lequel
le dispositif étant configuré pour que la différence de potentiel entre les
premicre et deuxieme résistances soit nulle en tout point de la jonction
PN.

Procédé de commande d'un dispositif (10, 30) comprenant des premiere
(12', 12, 84, 136) et deuxieme (12, 32, 44, 138) résistances diffusées en
contact I'une avec l'autre de maniere a former une jonction PN, la
différence de potentiel entre les premicre et deuxieme résistances étant
constante en tout point de la jonction PN, le procédé€ comprenant une
étape de polarisation de la jonction PN en inverse.

Procédé selon la revendication 14, appliqué a un dispositif selon 1'une
quelconque des revendications 1 a 13.

Capteur comprenant un dispositif selon 1'une quelconque des reven-
dications 1 a 13, le capteur étant configuré pour qu'une valeur de mesure
du capteur soit dépendante de la valeur de résistance de la deuxi¢éme ré-
sistance (12, 32, 44, 138).
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